= Tabellenanhang npn-Transistoren: + Uppoi +Jomaxs —Ig
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Transistoren der Firma TESLA (CSSR) pnp-Transistoren: —Uppgs —lomax: +1g
. yEEER P bei Fy Ry Anschlug-
e | Um | WY | P Inao | vy |waw| Y Verwendung [0S0
v mA mW [a] mA[A] MHz grd/mwW “0
Germanium-npn-Transistoren
. 1
10INUTO 10 3 30 [ 0,84) 1 [0,2] 0,5 -
2N 70 20 5 50 [{I.H] bis 1 [0,5) 0,5 - 1
0,05
103NT 70 20 b 50 [> 0,95 1 [0,5] 0,5 P NF-Vorstufen :
104N U 70 20 5 50 [ > 0,05] 1 [0,5) 0.5 - L
105N U TO 82 10 126 20/40 (0,5 [0,6] 0,4 75 :
106 N1 T0 32 10 126 30{75 (8) (08 | 04 76 :
107NU 70 82 10 126 | 65/180 &) (1] 0,4 75 :
1W0INU 80 2 125 45/120 10 0,7 0.4 76
W2NUT! 30 260 125 85/220 10 0,7 0,4 '?: kleine A i
103NUTI 48 260 125 45/200 10 0,7 0.4 7 NF-Endstufen :
0ENUTI 20 250 125 45/120 10 0,7 0.4 :: :
: (0,5 [2,5) 1
162N U0 10 5 50 wngu ‘. ;.; o : i PN :
153NUT0 10 5 50 10/4 v & 75 |} Ossillator- 1
IS4NTT0 10 5 50 20/100 0,3) [2.6] 1 d ZF-Stufen 1
155N UT0 15 5 88 25/1256 1 4.5 0.6 % und ZF-8tufe :
156 NU 70 15 5 83 45/225 1 9 0,8 s Z i
Sy .. {1l ol bl A i I £ :g ku::nptemmtlm 1
GO K 25 (1] 800 100/500 500 1 - s e :
G822 K 26 (1] 800 st i : 5 %0 (iir 4
GDE07 32 (1] (4] ﬁﬂfﬂ:gu m : s o Scanblishidine A
GDs0s 25 (1] [4] 100/ o Endstufen 4
G0y 20 (1] [4] 50/500 300 1 s =
G501 20 400 150 45/180 15 1 - 75 _ .
G602 20 400 150 36/180 16 1 - 75 Sohalttransistor g
68604 20 150 | +9/130 15 1 » e |
Germanium-pnp- Transistoren
oCro 32 10 125 7| 20/40 (0.5) [0,3) 0,4 75 I . 1
0C71 32 10 125 | 80/76 @) [0.4] 0.4 75 NF-Vorstufen 1
0072 32 50 125 45/120 (10) [0,3]) 0,4 75 kl. Endstufen 1
007§ 82 10 125 05/180 () [0,7] 0,4 0 1
ocie 52 126 | 125 | esme0 | aoy | fom | o4 7 } Schaltteanatstor || 1
ooy 60 125 125 > 46 (10) [0,3] 0,4 5 1
GC 500 24 800 550 - 50 i 0,22 75 1
G501 24 800 550 = 10 50 i 0,22 76 NF-Endstufen 1
G502 32 300 550 =10 50 - 0,22 76 1
GC 503 T 5 10 20/45 0,25 0,2 1.3 66 3
GO 504 7 5 10 30/65 0,25 0,2 1,8 56 Minlatur- 8
GUs05 7 5 10 50/120 0,25 0,2 1,3 55 transistor 3
G506 7 5 10 20/56 0,25 0,2 1,3 55 3
G s07 32 126 125 45/120 10 038 0.4 75 _ .
G508 32 125 125 5/220 10 0,3 0,4 76 k. Endstufen 1
GO 609 60 1256 125 = 45 10 0,8 0,4 75 1
G810 32 (1] 800 60/175 300 1 pie 00 filr 1
Gos1r 25 (1] 800 100/500 300 1 - 90 komplementire 1
GosI2 25 n 800 > 25 300 1 P 20 Endstufen 1
GC515 32 125 125 20/d0 1 0,3 = 75 1
GCs16 32 125 125 30/60 1 0,3 - 7 1
Qo517 ae 125 125 50/100 1 0,3 2 76 NF-Vorstufen 1
G518 32 126 125 75/160 1 0,8 - 75 1
QU519 32 125 125 125/260 1 0,8 e 76 1
oc 30 32 [1,4] [4] 17/110 10 0,15 (7.5] 75 4
2NUT2 24 (1,5 (4] >10 [1,5] 0,1 (7,5] 75 4
INUT2 32 [1,5] [4] =10 [1,5] 0,1 (7.5] 75 - 4
INUT2 48 [1,5) [4) =10 [1,5] 0,1 17,51 7 . f;h‘““'" 4
ENU 72 80 [1,5] 4] =10 [1.5] 0,1 [7.5] 75 nsistor 4
0026 82 [8,5) [12,5) | 20/76 100 0,16 [1,2] 00 4
0087 32 [8,5] 12,5 | eof180 100 0,15 [1,2] 20 4




E Transistortabelle (Portsetzung)
: jl.?-u P mAX bel F. T Ay, ¥
p | Teme | @y | W P U | r) | tgearwr | Y Verwendung ~ [Anrhidd
v mA mwW (s | mAfA) | M¥z |gramw| <c
2NUTS 24 (3,5] (12,5 | >10 (3] 0,16 [1,8) 90 "
INUZTI 32 (8,5 25 | >10 [3] 0,15 [1,8] 00 4
INUTT i8 [8,5] 12,5 | >10 (3] 0,156 [1,8] 00 4
SNDT 60 [8,5] [125] | >10 i3] 0,15 [1,8] 00 4
6NU73 70 [3,5] (161 | >10 (8] 0,15 [1,8] o0 4
r¥U 73 80 (8,51 [125 | >10 (3] 0,15 [1,8] 00 4
SNUTI 50 [15) [50] | =0/60 [10] 0,15 [1,2] 100 4
INU 50 [15] [50] 50/130 o] 0,15 [1.2] 100 | Telstungs- 4
INUTS 60 T15] [s0] | 20/80 [10) 0,15 (1,2} 100 transistor 1
SNU74 80 [15] [s0] | 504130 [10] 0,15 [1,2] 100 4
6ND 4 20 [15] 1501 | 2o/80 [10) 0,15 [1,2] 100 4
INUTH 90 [15) (0] | so0/130 (10} 0,15 [1.2] 100 4
@Deni az (8] [30) > 1,5 500 - - - 4
GDeog B4 [3] [30] =15 50D - - - 1
Gpens 20 (3] [30) > 15 500 i b - 4
GDeod 100 (3] [80] > 1,5 500 - o - 4
GDe1r 32 (1) 4 80/175 300 1 E 90 far 4
GDEis 25 [1) [4] 100/500 300 1 - 90 komplementire 4
GDeis 25 (1) (4] > 25 300 0,6 - 00 Endstufen 4
0C 169 20 10 50 20/900 1 50 0,6 5 ZF-Stufen 5
ocire 20 10 50 20/300 1 50 0,6 75 Mischstufen 6
GF&0I 2% 100 300.| >10 10 100 0,25 100 ]
GF 802 24 100 300 >10 10 100 0,25 100 6
GF 603 24 100 300 >10 10 100 0,25 100° 6
GF 604 28 100 300 >10 10 100 0,25 100 6
@F 605 24 10 80 > 25 1 100 0,75 00 filr 7
GF 506 24 10 60 >10 1 100 0,75 90 |7 HP-Verstirker 7
GFs0r 20 10 80 >10 . i 100 — 20 7
QPB4 a2 10 60 — PR 00, = 75 -
GF 15 33 10 | 80 -~ = 60 o 76 8
w_. - — —L—an S . 75 L
8illzium-npn- Tranststoren
K107 4 45
EC107 B 4 o g . e i - T 5 2
ECI08 4 20 100 500 125/260 150 - 176 i
KC108B 20 10 | 400 | 240/500 . e - 175 i
EC1080 20 100 300 ot 2 150 - 175 N¥-Verstiirker i
KC1098 20 100 300 | 240/500 - a8y - 175 &5
KC 1090 20 100 i 450/900 : :ﬁ - 175 7
EF 603 00 30 280 i & - 175 A
KFsor 40 500 00 s 1 80 ~ 125 fiie s
_KFs0s = 500 poce 1 80 - 125 HF-Verstirker -
KU60 kb : - m 125
; 60 12] o) | >20 08 5 «
i - (10} | 0] [ >10 [8) 2 o 18 |1 modtic 4
frwe ap ] Lt S8 0BT ) B L SR :
a
Transistoren fiir komplementire Endstufen
npo/pnp— 1,4 W npn/pnp — 10 W
GC520/60510 GD607/GD617 1 8 § 7
GC521{GC 511 GD605)GD618 ¢ £ 8~
GC522/G0 512 GD609/GDETY v £ B E ¢
E
apn/pnp — 3,56 W : 4 3 - i
GOS20K|GO510K 8 E = ¢ P
GC321 K|GOSI1K | i Y
= GO0522K|G0512K ¢ o : ] s



